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(57) Abstract 

The invention concerns a dielectric waveguide (1), in particular one which is planar or essentially planar, with at least one dielectric 
structure (2) at least part of which consists of a material whose permeability or permeability tensor and/or permittivity or permittivity tensor 
can be changed by a magnetic field which penetrates at least parts of the structure (2). The waveguide also includes at least one means (6) 
for generating at least one magnetic field (9) by means of which the permeability tensor and/or the permittivity or permittivity tensor of at 
least parts of the structure (2) can be changed. 

(57) Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft einen dielektrischen, insbesondere planaren oder quasiplanaren Welienieiter (1), der mindestens eine 
dielektrische Materialanordnung (2) hat, wobei die dielektrische Materialanordnung (2) zumindest teilweise aus einem Material ist, dessen 
Permeabilitat oder Permeabilitats-Tensor und/oder Permitivitat oder Permitivitats-Tensor mittels eines das Material (2) bereichsweise 
durchdringenden Magnetfeldes (9) veranderbar ist und daB mindestens ein Mittel (6) zur Erzeugung von mindestens einem Magnetfeld 
(9) vorgesehen ist, wobei mit dem durch das Mittel (6) erzeugten Magnetfeld (9) die Permeabilitat bzw. der Permeabilitats-Tensor und/oder 
die Permitivitat oder der Permitivitats-Tensor der Materialanordnung (2) zumindest bereichsweise veranderbar ist 
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Dielektrischer Wellenleiter 



Die Erfindung betrifft einen dielektrischen, insbesondere 
planaren oder quasiplanaren Wellenleiter, der mindestens eine 
dielektrische Materialanordnung hat. 

Als planare Wellenleitung bezeichnet man flachenhaft 
aufgebaute Leitungsformen, bei denen eine dielektrische 
Tragerplatte (Substrat) mit metallischen Leiterstrukturen 
beschichtet ist (Streifen- und Schlitzleitung) oder die auf 
einer metallischen Grundplatte dielektrische Strukturen 
tragen, (dielektrische Blindleitungen) . In dieser Form 
handelt es sich um offene Leitungsstrukturen. Bei den 
planaren Leitungen sind die hohen Genauigkeitsanforderungen 
auf die planaren Strukturen ttbertragen. Mit Hilfe der 
Fotoatztechnik lassen sich diese Anforderungen jedoch 
einfach, billig und geRaii reproduzierbar erftillen. Die 
Technik planarer Schaltungen bietet im Vergleich zur 
Hohlleitertechnik Vorteile. So lassen sich z.B. auf einer 
Tragerplatte mehrere planare Schaltungskomponenten platz- und 
gewichtssparend zu einem System integrieren. Durch die kurzen 
Verbindungen zwischen den einzelnen Komponenten verringern 
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sich die Leitungsverluste und die Anzahl von 
Verbindungselementen und damit von Stofistellen. 
Halbleiterelemente konnen ebenfalls einfacher eingebau-t 
werden. Zudem haben planare Strukturen oft eine hohere 
Eindeutigkeitsbandbreite als Hohlleiterschaltungen. 

Nachteilig bei derartigen planaren Wellenleitern ist jedoch, 
dafi der Leitungswellenwiderstand von den gewahlten 
Abmessungen der Substratleiterordnungen sowie vom 
dielektrischen Substrat selbst abhangt und nach der 
Herstellung des Wellenleiters der Leitungswellenwiderstand 
nicht mehr veranderbar ist. 

Aufgabe der Erfindung ist es daher einen dielektrischen 
Wellenleiter bereit zu stellen, dessen 
Leitungswellenwiderstand nach der Fertigstellung des 
Wellenleiters veranderbar bzw, einstellbar ist. 

Erf indungsgemaB wird diese Aufgabe sowohl durch <iie Merloaale 
des Kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1, sowie der Merkmale 
des kennzeichnenden Teils des Anspruch 2 gelost. Vorteilhaft 
liegen bei beiden erf indungsgemaBen Ausftihrungsformen die 
felderzeugenden Mittel direkt am Wellenleiter an, wobei die 
felderzeugenden Mittel galvanisch von den metallischen 
Leiterstrukturen und/oder der Grundebene des Wellenleiters 
getrennt sind. Durch das Verandern der Permeabilitat und/oder 
der Permitivitat bzw. der dielektrischen Eigenschaften des 
dielektrischen Substrats bzw. der dielektrischen 
Materialanordnung zwischen Grundebene und Leiterstrukturen 
mittels Magnetfelder oder elektrischer Felder kann der 
Wellenwiderstand des dielektrischen Wellenleiters 
abschnittsweise in Abhangigkeit der Starke der jeweils 
erzeugten Felder verandert werden. Aus dem bislang passiven 
elektronischen Bauteil Wellenleiter wird somit vorteilhaft 
ein aktives Bauelement, bei dem mittels der felderzeugenden 
Mittel das Obertragungsverhalten des Wellenleiters gezielt 
beeinfluBt werden kann. 
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In einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform gr^nzt an den 
Wellenleiter eine Schicht an, wobei die Schicht die 
felderzeugenden Mittel aufweist. Eine besonders gute 
Steuerung des Leitungswellenwiderstandes des Wellenleiters 
ergibt sich, wenn in der angrenzenden Schicht die 
felderzeugenden Mittel matrix- oder rasterformig angeordnet 
sind. Durch den Einsatz von mehreren felderzeugenden Mitteln 
ist es moglich, den Leitungswellenwiderstand genauestens fur 
bestimmte Bereiche einzustellen. 

In besonders- bevorzugten Ausfuhrungsformen sind die 
felderzeugenden Mittel Inductions spul en oder Kondensatoren. 
Die Induktionsspulen haben dabei m Windungen, wobei die 
Induktionsspulen derart im Raum ausgerichtet sind, dafi Telle 
der von den stromdurchf lossenen Induktionsspulen erzeugten 
Magnetfelder die dielektrische Material anordnung zumindest 
teilweise durchdringen . Die Induktionsspulen sind dabei 
vorteilhaft mit einer Ansteuerelektronik in Verbindung, wobei 
mittels der Ansteuerelektronik in jeder Induktionsspule ein 
Strom vorgebbarer Starke und Richtung einprSgbar ist, wodurch 
das von der Induktionsspule erzeugte magnetische Feld. 
richtungs- und betragsmafiig bestimmt ist. 

Bei der Verwendung von Kondensatoren als f elderzeugende 
Mittel ist es vorteilhaft, wenn die Richtung des elektrischen 
Feldvektors des mittels des Kondensators erzeugten 
elektrischen Feldes im wesentlichen parallel zur 
Strukturebene des Wellenleiters ist. Es ist jedoch auch 
denkbar, daB die Kondensatoren ein elektrisches Feld 
senkrecht zur Strukturebene des Wellenleiters erzeugen, wenn 
dies durch die Wahl des verwendeten dielektrischen Substrats 
erforderlich ist. 

Besonders vorteilhaft ist es, wenn mittels -eines derartigen 
dielektrischen Wellenleiters die Wellenwiderstande in zwei 
aneinander grenzenden Bereichen bzw. Abschnitten derartig 
aneinander angepaBt werden, daB sich ftir eine sich vom ersten 
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Bereich zum zweiten Bereich ausbreitende Welle ein bestimmter 
Reflektionsfaktor r ergibt. 

Es ist ebenfalls vorteilsmSBig, wenn die Lange L, die Breite 
B und/oder der Betrag des Wellenwiderstandes Z L des 
Abschnitts bzw. Bereichs mittels der f elder zeugenden Mittel 
einstellbar ist, derart, dafl zur Einstellung der Lange L, der 
Breite B und/oder des Betrags des Wellenwiderstandes Z L nur 
die f elder zeugenden Mittel jeweils ein -Feld vorgebbarer 
Starke erzeugen, deren Felder die dielektrische 
Materialanordnung des Wellenleiters im Bereich bzw. Abschnitt 
zumindest teilweise durchdr ingen . 

Die dielektrische Materialordnung bzw. das dielektrische 
Substrat zwischen der Struktur und der Grundebene ist dabei 
vorteilhaft aus einem gyromagnetischen oder gyroelektrischen 
Material, wobei der Betrag der Dielektrizitatszahl e r der 
dielektrischen Materialanordnung im Bereich zwischen 3 und 5 
ist, wodurch sich eine besonders gute Gtite des Wellenleiters 
ftir den Mikrowellenbereich erzielen laflt. Es ist ebenfalls 
vorteilsmaUig, wenn die Materialanordnung eine Yttrium-Eisen- 
Granatschicht ist. Eine derartige Yttrium-Eisen-Granatschicht 
weist sich dadurch aus, dafi bei Anlegen eines magnetischen 
Gleichfeldes sich in dem vom magnetischen Feld durchdrungenen 
Bereich die Permeabilitat bzw. der Permeabilitats-Tensor 
verandert, wodurch gleichfalls der Leitungswellenwiderstand 
des Wellenleiters verSndert wird. 

Bei der Verwendung einer Yttrium-Eisen-Granatschicht ist es 
vorteilhaft, wenn zwischen der dielektrischen 
Materialanordnung bzw. der Yttrium-Eisen-Granatschicht und 
der Grundebene eine Schicht aus Gallium-Gadolinium-Granat der 
Dicke Lggg ist. Die Grundebene ist vorteilhaft eine 
Kupferschicht, die auf die der Yttrium-Eisen-Granatschicht 
abgewandten Seite der Gallium-Gadolinium-Granatschicht 
aufgetragen ist. Zwischen der dielektrischen 
Materialanordnung bzw. der Yttrium-Eisen-Granatschicht und 
der Strukturebene kann vorteilhaft eine Quarzschicht der 
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Dicke L q angeordnet sein, wobei die Strukturebene aus der 
Quarzschicht photolitograf isch herstellbar ist. Die 
felderzeugenden Mittel sind vorteilhaft auf der der 
Strukturebene abgewandten Seite der Grundebene angeordnet , 
wobei die felderzeugenden Mittel mittels einer isolierenden 
Schicht insbesondere aus einer Polystyrolschicht von der 
leitenden Grundebene galvanisch getrennt sind. Die 
felderzeugenden Mittel konnen dabei vorteilhaft in einer 
Dtinnschicht einliegen oder an dieser anliegen. 

In einer ebenfalls bevorzugten Aus fiihrungs form ist die 
Ansteuerelektronik ftir die felderzeugenden Mittel an der der 
leitenden Grundebene abgewandten Seite der die 
felderzeugenden Mittel aufweisenden Diinnschicht angeordnet, 
wobei die Ansteuerelektronik mit den felderzeugenden Mitteln 
jeweils in elektrischer Verbindung ist. Eine derartige 
Anordnung ist besonders kompakt und kostengunstig 
herstellbar. Durch das direkte Anliegen der 
Ansteuerelektronik an die die felderzeugenden Mittel 
aufweisende Dtinnschicht werden die Verbindungsleitungen 
zwischen der Ansteuerelektronik und den felderzeugenden 
Mitteln auf ein Minimum reduziert. 

Ein derartiger Wellenleiter ist ein magnetisch oder 
elektrisch steuerbares Ref lektions-Dampfungsglied. Er ist 
ebenfalls vorteilhaft als eine magnetisch oder elektrisch 
steuerbare Bandsperre bzw. als Filter einsetzbar. Hierbei 
wird der Effekt ausgenutzt/ dafi der Leitungswellenwiderstand 
eines dielektrischen Wellenleiters f requenzabhangig ist. Wird 
zwischen zwei Wellenleitern eine Anpassung vorgenommen, so 
kann dies jeweils nur ftir ein schmales Frequenzband erfolgen. 
Ftir Frequenzen aufierhalb dieses Frequenzbandes ist eine 
Anpassung bislang nach Fertigung des Filters nicht mehr 
m5glich. Durch die Moglichkeit des Veranderns des 
Wellenwiderstandes mittels der felderzeugenden Mittel kann 
vorteilhaft eine Anpassung zwischen zwei dielektrischen 
Wellenleitern ftir verschiedene Frequenzen nacheinander mit 
ein und demselben Wellenleiter vorgenommen werden. Somit ist 
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es mSglich mit dem erf indungsgemaBen Wellenleiter eine 
Spektralanalyse durchzufiihren. 

Ein derartiger Wellenleiter kann zudem z.B. vorteilhaft als 
veranderbare Querkapazitat Oder Serieninduktivitat in einer 
Wellenleiteranordnung eingesetzt werden. Hierzu hat der 
elektrische Wellenleiter einen streif enformigen 
Leiterabschnitt, der an seinen Endabschnitten eine Breite fix 
und im mittleren Abschnitt die Breite B 2 hat. Zur Erzeugung 
einer bestimmten Querkapazitat oder Serieninduktivitat wird 
mittels der f elderzeugenden Mittel die effektive Breite B 2 
des mittleren Abschnitts entsprechend verandert. Zur 
Verringerung der Breite B 2 werden mittels der felderzeugenden 
Mittel Felder vorgebbarer Starke erzeugt, wobei die Felder 
die Randbereiche der dielektrischen Materialanordnung des 
mittleren Abschnitts zumindest teilweise durchdringen, 
wodurch in den Randbereichen des mittleren Abschnitts des 
streif enformigen Leiterabschnitts ein 

Leitungswellenwiderstand einstellbar ist, der gegen Null oder 
Unendlich ist. 

Der dielektrische Wellenleiter kann ebenfalls eine 
Stichleitung sein, deren Lange L mittels der felderzeugenden 
Mittel wie oben beschrieben veranderbar ist. 

Auch ist es vorteilhaft, wenn an das Ende der Stichleitung 
ein weiterer Wellenleiter angrenzt, dessen Wellenwiderstand 
mittels der felderzeugenden Mittel veranderbar ist, derart, 
daB die Stichleitung bei einem Wellenwiderstand Z L oo 
leerlauft und bei einem Wellenwiderstand Z L -» 0 
kurzgeschlossen ist. 

Der erfindungsgemafie dielektrische Wellenleiter ist somit ein 
aktives elektronisches Bauteil, wobei mittels des 
veranderlichen Leitungswellenwiderstandes beliebige 
Einsatzmoglichkeiten gegeben sind. Mittels des ortsabhangig 
einstellbaren Impedanzprof ils des Wellenleiters kann dieser 
als Reflektions-Dampfungsglied eingesetzt werden. Dabei 
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basiert die Dampfung nicht auf dem Absorptionsprinzip, 
sondern auf der Basis dessen, dafi die Intensitat des 
rtickgestreuten Feldes variiert wird und damit zusammenhangend 
die Intensitat des transmittierten Feldes gesteuert wird. 

Nachfolgend werden mogliche Ausfiihrungsformen anhand der 
Zeichnungen naher erlautert. 

Es zeigen: 

Figur 1 Einen dielektrischen Wellenleiter mit integrierter 
Indukt ionsebene ; 

Figur 2 Einen dielektrischen Wellenleiter mit integrierter 
Indukt ionsebene, wobei ira mittleren Ber^ieh die 
Induktionsspulen ein Magnetfeld H erzeugen; 

Figur 3 Eine Querschnittsdarstellung eines handelstiblichen 
Streifenleiters; 

Figur 4 Eine Querschnittsdarstellung durch den 
erfindungsgemafien Wellenleiter; 

Figur 5 Eine Querschnittsdarstellung durch einen 
Wellenleiter mit einer Yttrium-Eisen- 
Granatschicht; 

Figur 6 Eine Draufsicht auf die Induktionsebene mit 
matrixformig angeordneten Induktionsspulen; 

Figuren Eine Draufsicht auf einen Wellenleiter mit einem 
7a - 7c mittleren Bereich, dessen Breite durch 
felderzeugende Mittel variabel ist; 

Figuren Einen dielektrischen Wellenleiter, dessen 
8 und 9 dielektrische Eigenschaften mittels eines 
elektrischen. Feldes veranderbar sind. 
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Die Figuren 1 und 2 zeigen einen dielektrischen Wellenleiter 

1, der als Mikrostreif enleitung ausgeftihrt ist. Der 
Wellenleiter 1 hat eine leitende Grundebene 3/ die an eine 
dielektrische Schicht 2 angebracht ist. Auf der der 
Grundebene 3 abgewandten Seite 2a der dielektrischen 
Substratschicht 2 ist ein streif enformiger Leiter 4 
angeordnet, der mittels eines photolitografischen Prozesses 
aufbereitet ist. Das dielektrische Substrat 2 hat eine 
relative Permeabilitat p r und eine Dielektrizitatszahl e r . An 
der Grundebene 3 ist auf der dem dielektrischen Substrat 2 
abgewandten Seite eine Dttnnschicht 5 angebracht, in die 
Induktionsschleifen 6 eingebettet sind. Die 
Induktionsschleifen 6 der Dttnnschicht 5 sind mittels nicht 
dargestellter Verbindungsleitungen 6c mit der 
Ansteuerelektronik 7 in Verbindung. Mittels der 
Ansteuerelektronik 7 konnen Ringstr6me bestimmter Starke und 
Richtung in die Ringspulen 6 eingeprSgt werden. Die 
Ringspulen 6 k6nnen zur Erzeugung eines grQfieren Magnet feldes 
H mehrere Windungen aufweisen. 

Die Induktionsspulen 6 sind wie aus Figur 6 ersichtlich 
matrixformig vmd parallel zur Grundebene 3 angeordnet, 
derart, dafi das durch sie erzeugte Magnetfeld 9 durch die 
Grundebene 3 tritt und den unmittelbar angrenzenden Bereich 
im Dielektrikum 2 durchdringt. Hierdurch wird die 
dielektrische Eigenschaft des Dielektrikums 2 verandert, 
wodurch sich bereichsweise der Leitungswellenwiderstand . 
des dielektrischen Wellenleiters verSndert. Wie in Figur 2 
dargestellt, wird der Leitungswellenwiderstand Z L in einem' 
mittleren Bereich durch das EinprSgen eines Stromes in den 
Spulen 6b verandert, wodurch sich ein von Z L verschiedener 
Wellenwiderstand Z L v ergibt. 

Die Grofie der Veranderung des Wellenwiderstandes Z L ist von 
der GroBe des erzeugten Magnet feldes sowie von dem 
verwendeten Material fur die dielektrische Materialanordnung 

2, sowie deren Abmessungen abhangig und mufi flir jeden 
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Einzelfall mittels . geeigneter Versuche ermittelt oder 
rechnerisch bestimmt werden. 

In Figur 3 ist ein dielektrischer Wellenleiter 1 abgebildet, 
wobei zwei streif enf ormige Leiter 4 parallel zueinander 
angeordnet sind. In Figur 3 ist das E-Feld 8 einer sich in 
der Mikrostreif enleitung ausbreitenden elektromagnetischen 
Welle dargestellt. 

Die Figur 4 zeigt eine Querschnittsdarstellung durch einen 
erfindungsgemafien dielektrischen Wellenleiter 1. Es ist 
denkbar, daB die Dtinnschicht 5 (Induktionsebene) nur an 
bestimmten Positionen Induktionsspulen 6 zur Veranderung der 
dielektrischen Eigenschaft des dielektrischen Substrats 2 
hat. Die Induktionsspulen 6 sind dabei nur an den Stellen 
angeordnet, an denen bestimmte Mikrostreif enleitungen der 
Strukturebene beeinflufit werden sollen. 

In Figur 5 ist ein weiterer erf indungsgmafier Wellenleiter 1 
in Mikrostreif enleitungstechnik dargestellt. Der Wellenleiter 

1 hat einen Gallium-Gadolinium-Granattrager 11 , auf dem 
epitaktisch eine homogene einkristalline und galliumdotierte 
Yttrium-Eisen-Granatschicht 2 erzeugt wird, die im 
unmagnetisierten Zustand dielektrisch ist. Die dieser mittels 
Fltlssigphasenepitaksie erzeugten Yttrium-Eisen-Granatschicht 

2 zugewandte Flache wird tiber die gesamte Ausdehnung dieser 
Beschichtung mit einer Quarzschicht 10 belegt, deren der 
Verbundflache abgewandte Flache homogen kupf erbeschichtet 
wird. Die von dieser Kupf erbeschichtung 4 abweisende Flache 
des Gallium-Gadolinium-Granattragers 11 wird in gleicher 
Weise homogen kupf erbeschichtet . Die Schichtdicke der 

Kupf erbeschichtung wird mit 17,5 Mikrometer bemessen, wobei 
die Kupferbelegung der Quarzschicht 10 die Strukturebene 4 
bildet. Diese Strukturebene 4 wird photolitograf isch 
aufbereitet, so daB Streifenleiter 4 bestimmter geometrischer 
Abmessungen entstehen. Auf der der Strukturebene 4 
abgewandten Seite der Grundebene 3 ist die Induktionsebene 
bzw. Dunnschicht 5 angeordnet, wobei die Diinnschicht 5 
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Induktivitaten 6 in Form von Induktionsschleif en 6a, 6b hat, 

die mitt els nicht dargestellter Verbindungsleitungen 6c mit 

einer Ansteuerungselektronik 7 in elektrischer Verbindung 

sind. Die Induktionsspulen 6a, 6b sind wie aus Figur 6 

ersichtlich, matrixformig angeordnet. Zwischen der 

Dunnschicht 5 und der Grundebene 3 ist eine Polystyrolschicht • 

12 zur galvanischen Trennung der Induktionsebene 5 und der 

Grundebene 3 angeordnet. Das mittels der Induktionsspulen 6a, 

6b erzeugte Magnetfeld 9 durchdringt die Grundebene 3, sowie 

die Gallium-Gadolinium-Granattragerschicht 11 und verandert 

die dielektrische Eigenschaft der Yttrium-Eisen-Granatschicht 

2 . Durch die Anderung der dielektrischen Eigenschaft der 

Yttrium-Eisen-Granatschicht 2 andert sich in diesem Bereich 

der Leitungswellenwiderstand Z L der Streif enleitung. 

Die Figuren 7a bis 7c zeigen einen dielektrischen 
Wellenleiter 1, dessen streif enformiger Leiterabschnitt 4 in 
drei Bereiche 13,14 unterteilt ist, wobei die beiden 
Endabschnitte 13 eine Breite Bi und der mittlere Abschnitt 
eine Breite B2 aufweist, mit B2 grOBer oder kleiner gleich 
als Bi. Insbesondere im mittleren Abschnitt 14 sind in der 
Induktionsschicht 5 Induktionsspulen 6 angeordnet, derart, 
dafi die effektive Breite B2 des mittleren Leitungsabschnittes 
14b mittels der erzeugten Magnetf elder veranderbar ist. Durch 
Variieren der Breite B2 ist es m6glich, den Wellenwiderstand 
Z L des mittleren Bereichs zu variieren, wodurch es moglich 
ist, mittels eines derartigen Wellenleiters eine 
Serieninduktivitat L (Figur 7b) oder eine Querkapazitat C 
(Figur 7c) zu erzeugen. Mittels der Induktionsspulen 6 konnen 
die Leitungswellenwiderstande Z L der seitlichen Bereiche 14a 
des mittleren Bereichs 14 derart eingestellt werden, daB 
diese einem offenen oder kurzgeschlossenen Leitungsende 
entsprechen. 

Die Figuren 8 und 9 zeigen einen dielektrischen Wellenleiter, 
der eine dielektrische Substratschicht 2 hat, an deren eine 
Seite die leitende Grundebene 3 angeordnet ist und an -deren 
Oberflache 2a photolitograf isch die Strukturebene 4 
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hergestellt ist. An den Seiten des Wellenleiters 1 sind 
Kondensatorplatten 6 angeordnet, mittels derer ein 
elektrisches Feld 15 quer zur Ausbreitungsrichtung der im 
Streifenleiter gefiihrten Welle erzeugbar ist. Mittels des 
erzeugten elektrischen Feldes 15 werden die dielektrischen 
Eigenschaf ten der dielektrischen Substratschicht 2 
bereichsweise verandert, wodurch sich in diesem Bereich ein 
neuer Wellenwiderstand Z LV ergibt. Die Kondensatorplatten 6 
sind iiber Schaltelemente S mit einer Spannungsquelle V in 
elektrischer Verbindung, derart, dafi mittels der sich 
gegentiberstehenden Kondensatorplattenpaare elektrische Felder 
bestimmbarer Richtung und <3rofie erzeugt werden konnen. Je 
nach Richtung und Grofie des elektrischen Feldes stellt sich 
in dem jeweils felddurchdrungenen Bereich ein gewiinschter 
Leitungswellenwiderstand Z L v ein. 
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Patentanspruche 

1. Dielektrischer, insbesondere planarer oder quasiplanarer 
Wellenleiter (1), der mindestens eine dielektrische 
Materialanordnung (2) hat, d a d u r c h 
gekennzeichnet, dafi die dielektrische 
Materialanordnung (2) zumindest teilweise aus einem Material 
ist, dessen Permeabilitat oder Permeabilitats-Tensor und/oder 
Permitivitat oder Permitivitats-Tensor mittels eines das 
Material (2) bereichsweise durchdringenden Magnetfeldes (9) 
veranderbar ist und dafi mindestens ein Mittel (6) zur Erzeugung 
von mindestens einem Magnetfeld (9) vorgesehen ist, wobei mit 
dem durch das Mittel (6) erzeugten Magnetfeld (9) die 
Permeabilitat bzw. der Permeabilitats-Tensor und/oder die 
Permitivitat oder der Permitivitats-Tensor der Materialanordnung 
(2) zumindest bereichsweise veranderbar ist. 

2. Dielektrischer, insbesondere planarer oder quasiplanarer 
Wellenleiter (1) , der mindestens eine dielektrische 
Materialanordnung (2) hat, d a d u r c h 

gekennzeichnet, dafi die Materialanordnung (2) 
zumindest teilweise aus einem Material ist, dessen Permeabilitat 
oder Permeabilitats-Tensor und/oder Permitivitat oder 
Permitivitats-Tensor mittels eines das Material (2) 
bereichsweise durchdringenden elektrischen Feldes (15) 
veranderbar ist und dafi mindestens ein Mittel (6) zur Erzeugung 
von mindestens einem elektrischen Feld (15) vorgesehen ist, 
wobei mit dem durch das Mittel (6) erzeugten elektrischen Feldes 
(15) die Permeabilitat oder der Permeabilitats-Tensor und/oder 
die Permitivitat bzw. der Permitivitats-Tensor der 
Materialanordnung (2) zumindest bereichsweise veranderbar ist. 
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3. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach einem der Ansprtiche 
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dafi an 
dem Wellenleiter (1) das f elder zeugende Mittel (6) anliegt und 
das felderzeugende Mittel (6) galvanisch von den metallischen 
Leiterstrukturen (4) und/oder der Grundebene (3) des 
Wellenleiters (1) getrennt ist und die galvanische Trennung 
insbesondere mittels einer Polystyrolschicht erfolgt. 

4. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach Anspruch 3/ 
dadurch gekennzeichnet, dafl an dem 
Wellenleiter (1) mindestens eine Schicht insbesondere 
Dunnschicht (5) angrenzt, in der die felderzeugenden Mittel (6) 
ein-, an- oder aufliegen. 

5. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, dafl in der 
angrenzenden Schicht (5) die felderzeugenden Mittel (6) matrix- 
oder rasterformig insbesondere in den Bereichen der metallischen 
Leiterstrukturen (4) angeordnet sind. 

6. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB das 
magnetfelderzeugende Mittel (6) eine Induktionsspule mit m 
Windungen ist, wobei die Induktionsspule derart im Raum 
ausgerichtet ist, dafi ein Teil des von der stromdurchf lossenen 
Induktionsspule erzeugten Magnetfeldes (9) die dielektrische 
Materialanordnung (2) zumindest teilweise durchdringt und die 
Induktionsspule auf der dem streif enformigen Leiter (4) 
abgewandten Seite der Grundebene (3) angeordnet ist. 

7. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, dafi die 
Induktionsspule (n) (6) mit einer Ansteuerelektronik (7) in 
Verbindung ist/sind, und mittels der Induktionsspule (n) (€) 
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mindestens ein magnetisches Feld (9) von einer vorgebbaren 
Starke und/oder Richtung erzeugbar ist. und die 
Ansteuerelektronik (7) fur die Induktionsspule (n) (6) an der der 

leitenden Grundebene (3) abgewandten Seite der Diinnschicht (5) 

anliegt und mit der/den Induktionsspule (n) (6) in elektrischer 
Verbindung ist/sind. 

8. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB das 
elektrische Feld (15) erzeugende Mittel (6) ein Kondensator ist, 
wobei die Richtung des elektrischen Feldvektors des mittels des 
Kondensators erzeugten elektrischen Feldes (15) insbesondere 
ungefahr parallel zur Strukturebene des Wellenleiters (1) ist. 

9. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, daB der 
Kondensator (6) ein Plattenkondensator ist, dessen Flatten quer 
zur Ausbreitungsrichtung der elektromagnetischen Wellen 
angeordnet sind und der Plattenkondensator mit einer 
Ansteuerelektronik (7) in Verbindung ist. 

10. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach dem Oberbegriff 
des Anspruch 1 oder einem der vorherigen Anspriiche, . 
dadurch gekennzeichnet, daB der Betrag 
des Wellenwiderstandes Z L des Wellenleiters (1) mittels 
mindestens eines felderzeugenden Mittels (6) zumindest bereichs- 
bzw. abschnittsweise veranderbar ist. 



11. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, dafi die Lange L, 
die Breite B und/oder der Betrag des Wellenwiderstands Z L des 
Abschnitts bzw. Bereichs mittels der felderzeugenden Mittel (6) 
bestimmbar bzw. einstellbar ist, derart, daB zur Einstellung der 
Lange L, der Breite B und/oder des Betrags des Wellenwiderstands 
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Z L nur die felderzeugenden Mittel (6) ein Feld (9,15) 
vorgebbarer Starke erzeugen, deren Feld (9,15) die dielektrische 
Materialanordnung (2) des Wellenleiters (1) im* Bereich b2w. 
Abschnitt zumindest teilweise durchdringen. 

12. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet, dafi der 
Wellenleiter (1) in einem ersten Bereich bzw. Abschnitt (13) 
einen Wellenwiderstand Z L i hat, wobei ein sich an den ersten 
Bereich (13) anschliefiender zweiter Bereich bzw. Abschnitt (14) 
des Wellenleiters (1) einen mittels der felderzeugenden Mittel 
(6) veranderbaren Wellenwiderstand Z L 2 hat, und mittels des 
zweiten Wellenwiderstands Z L 2 ein bestimmter vorgebbarer 
Reflexionsfaktor r einstellbar ist, wobei sich der 
Reflexionsfaktor r aus dem Quotienten 

' Z L2 +Z Ll errechnet. 

13. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach einem der 
vorherigen Ansprtiche, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die dielektrische 
Materialanordnung (2) aus einem gyromagnetischen oder 
gyroelektrischen Material ist und der Betrag der 
Dielektrizitatszahl * r der dielektrischen Materialanordnung (2) 
insbesondere im Bereich zwischen 3 bis 5 ist. 

14. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, dafi die 
Materialanordnung (2) eine Yttrium-Eisen-Granatschicht ist. 

15. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach einem der 
vorherigen Ansprtiche, dadurch 

gekennzeichnet, dafi der dielektrische 
Wellenleiter (1) eine leitende Grundebene (3) und mindestens 
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einen streifenformigen Leiter (4) oder eine Strukturebene (4) 
hat, und zwischen der Grundebene (3) und dem streifenformigen 
Leiter (4) oder der Strukturebene (4) die dielektrische 
Materialanordnung (2) ist und zwischen der dielektrischen 
Materialanordnung (2) und der Grundebene (3) eine Schicht (11) 
aus Gallium-Gadolinium-Granat der Dicke Lggg ist. 

16. Dielektrischer Wellenleiter (1) tiach Anspruch 15, 
dadurch gekennzeichnet, dafi zwischen ^er 
dielektrischen Materialanordnung (2) und dem streifenformigen 
Leiter (4) oder der Strukturebene (4) eine Quarzschicht (10) der 
Dicke L Q ist. 

17. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach einem der 
vorherigen Ansprttche, dadurch 

gekennzeichnet, dafi der Wellenleiter (1) ein 
magnetisch oder elektrisch steuerbares Reflektions- 
Dampfungsglied oder eine magnetisch oder elektrisch steuerbare 
Bandsperre bzw. ein Filter ist. 

18. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach Anspruch 17 , 
dadurch gekennzeichnet, dafi jedem 
Frequenzwert f t der vom dielektrischen Wellenleiter (1) 
geftthrten Welle ein Wellenwiderstand Z L f zuordbar und 
einstellbar ist, bei dem die zugeordnete Frequenz f t nur 
geringftigig gedampft und alle anderen Frequenzen f * f t starker 
gedampft werden. 

19. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach einem der 
vorherigen Ansprtiche, dadurch 

gekennzeichnet, dafi ein streifenformiger 
Leiterabschnitt (4) an seinen Endabschnitten (13) eine Brerte B a 
und im mittleren Abschnitt (14) die Breite B 2 hat, und dafi zur 
Erzeugung einer bestimmten Querkapazitat oder Serieninduktivitat 
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mittels der f elderzeugenden Mittel (6) die Breite B2 des 
mittleren Abschnitts (14b) veranderbar ist, derart, dafi zur 
Verringerung der Breite B 2 die f elderzeugenden Mittel (6) Felder 
(9,15) vorgebbarer Starke erzeugen, wobei die Felder (9,15) die 
Randbereiche (14a) der dielektrischen Materialanordnung (2) des 
mittleren Abschnitts (14) zumindest teilweise durchdringen. 

20. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach einem der 
vorherigen Anspriiche, dadurch 

gekennzeichnet, dafi der Wellenleiter (1) eine 
Stichleitung ist, deren Lange L mittels der felderzeugenden 
Mittel (6) veranderbar ist. 



21. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach Anspruch 20, 
dadurch gekennzeichnet, dafi an das Ende 
der Stichleitung eih weiterer Wellenleiter (1') angrenzt, dessen 
Wellenwiderstand Z L mittels der felderzeugenden Mittel (6) 
veranderbar ist, derart, dafi die Stichleitung bei einem 
Wellenwiderstand Z L -» 00 leerlauft und bei einem 
Wellenwiderstand Z L -> 0 kurzgeschlossen ist. 
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